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Grenzwerte, giiltia fiir den Betriebstemperaturbereich
B 380 D E K B 315 B 325 B 360 B 380
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transi- SRS RS S
storen ohne und mit Kuhlkorper Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 25 60 80 V
Kollektar-Basis-Spannung Ucgo 20 30 20 100 V
Emitter-Basis-Spannung Ugro 5 v
Bauform 5 (D-Typen) | Kollektorstrom Ic 0,5 A
16 (E-Typen) f Impulsspitzenstrom I 1,0 A
7 (K-Typen) :
Gesamtverlustleistung Piot (3.D) 1,3 w
O | Ptot (3..E) 18 w
| Piot (3..K) 4,0 W
Im [ﬁl m [ﬁ] @] mm ﬁzl Fﬂ ﬁﬁ] ! m m m Betriebstemperaturbereich 9 -25...485 L
| ? % l | 7\ | I AR | ?'ﬁ I Sperrschichttemperatur ‘},max 150 Ll &
ol ' Gesamtwarmewiderstand ﬂ'lic (3.0) 85 Kiw
D D Substrat i
ubef’ﬂ'f | R‘!h] (3..E) 65 Kiw
T BT T4 T el 17 B NEERARERE
O Statische Kennwerte (B, = 25°C = 5K):
| chal d AnschluBbel | min. e
nnere Scha fung i RIULRsICaUhg | Gleichstromverstérkung')
B 315 D, B 325 D, B 360 D, B315E K;: B325E, K: Ucg=3V. Ic=30mA,  hyg(TN)
B 380 D B360E, K; B380F, K Gruppe b 28 71
Gruppe ¢ 56 140
1 Kollektor T 1 1 Kollektor T 1 Gruppe d 112 280
2 Basis T 1 2 Basis T 1 [ Gruppe e 224 560
3 Emitter T 1 3 Emitter T 1 Kollektor-Basis-Reststrom RO .
4 Substrat 4 Emitter T 2 Ucg= 20V B315D, E K 100 n
5 Emitter T 2 5 Basis T 2 Ucp= 30V B325D,E K
6 Basis T 2 6 Kollektor T 2 UCB= 80V B 360 D. E, i
7 Kollektor T 2 7 KD“EktOf T3 B3s0D, E K
8 Kollektor T 3 8 Basis T 3 Kollektor-Emitter- '
g Basis T3 9 Emitter T 3 (Substrat) Sdttigungsspannung
10 Emitter T 3 10 Emitter T 4 lc=50mA Ig= 10mA Ucg.., 0,5V
12 Emitter T 4 12 Kollektor T 4 Durchbruchspannung
13 Basis T 4 Ic = 1 mA UBR)CEO 15 20 60 80 v

14 Kollektor T 4



